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Part 01 公司介绍
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公司简介

全球化整合

本地化服务

深圳市易捷测试技术有限公司，简称易捷测试（GBIT）。专业从事半导

体晶圆级测试，封装工艺及检测等系统集成服务。公司致力于供应国产自主

可控半导体设备，打造国内晶圆级在片测试，器件测量，封装工艺系统集成

的稳定供应链，同时公司长期与国内外多家先进半导体设备公司合作，先后

引进美国、欧洲、日本、台湾等世界一流设备与技术，整合国内用户需求，

提供“量体裁衣”式定制化改造服务。
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全国主要业务网点

公司成立于2011年，总部设在深圳 ，并在北京

、南京、成都、西安、重庆、香港等地都设有

全资业务办事处。客户主要涵盖中国具有影响

力的企业，研究所，高校和大型的工厂等。公

司拥有一批在半导体测试和微波射频领域丰富

经验的专业技术工程师团队，不仅能为客户提

供高质量和全方位的服务，也能为客户的实际

情况“量体裁衣”提供定制化服务。

公司成立于2011年，总部设在深圳

，并在北京、南京、成都等地均设

有业务网点。客户主要涵盖中国具

有影响力的企业，研究所，高校和

企业等。公司拥有一批在半导体测

试、微波射频、封装测试领域丰富

经验的专业技术工程师团队，不仅

能为客户提供高质量和全方位的服

务，也能为客户提供机台的国产化

改造系统集成。

专业的团队

领先的理念

深圳

成都

南京

北京
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公司历史

2012

2013

2014

2015

2016

从易商集团
独立成为独
立公司

公司设立北
京办事处

成为Cascade和
Maury的代理商

自主研发
半导体测
试软件

Keysight 合作
伙伴

签Modelithics
建模服务代理商

2017

2018

交付辐照测试
系统并授权专
利

2019

ThemoFishe
r系统集成合
作伙伴

2020

签约Techsense 
挑片机和AOI的
授权代理商
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专业的“桥梁”

易捷测试引进世界多家领先

测试、测量设备和应用技术
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MPI公司简介

2006

2012
2014

⚫ MPI公司是一家坐落于台湾的大型上市公司

⚫ 半导体测试设备由欧美核心团队设计，台湾装配

⚫ 为全球晶圆级测试的销售、服务和应用而存在

⚫ 自主拥有多项独有的专利技术

⚫ 成为了行业的一种标志

⚫ 公司成立 1995年； 公司员工 1400人
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MPI产品发展简介
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部分客户分布
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Part 02 AST系统介绍
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MPI AST 产品的主要应用

Application ExpertiseDevice Modeling
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MPI 探针台测试系统简介

Advanced Semiconductor Test              Offers already more than 15 Different Probe Stations

TS50               TS150                TS150-THZ                 TS200               TS200-SE

50mm … .......300mm

TS2500-RF        TS2000           TS2000-SE            TS2000-HP            TS3000                  
CC



MPI 探针台特点及优势

➢Micro chamber：

•电磁屏蔽专利技术

•业内唯一12英寸低温开腔不结霜

➢Chuck：

•区别于传统，采用以微孔吸附模式

➢Auto Chuck 采用吸波材料

➢``````

➢探针：

•满足fA级漏电流测试

•实现10,000V电压的测量

•完成太赫兹器件测量及建模
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MPI TS2000系列 – 8英寸半自动晶圆探针台

• 提供高性能在片测试，并具有
200mm的晶圆探测能力

• 可用于器件的RF&DC特性测试、
晶圆级可靠性测试、探针接触式
测试、器件模型或良率测试等。

• 提供超小ERS加热系统

• 可提供的温度范围:

⚫ -60 ℃ to 200/300℃

⚫ -10 ℃ to 200/300 ℃

⚫ -40 ℃ to 200 /300℃

⚫ 20℃ to 200/300 ℃
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Part 03 什 么 器 件 需 要 测 试 I V 或 C V ？
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什么器件需要测试 IV or CV?
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MPI探针台
支持的尺寸

均为向下兼容：
⚫ 150mm wafer

⚫ 200mm wafer

⚫ 300mm wafer

定制:
⚫ 减薄

⚫ 特殊形状

⚫ · · · ·
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芯片测量简介

➢ 探针台为测量芯片上的

器件提供了绝佳的平台

➢ 通过连接相应的测量仪

器即可实现用户需求的

测试。
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Part 04 系统的应用
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系
统
的
应
用

测试系统简介

B1500 在片CV/IV相关测试介绍

系统的保养及自检

结束
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测试系统简介
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测试种类

直流测试一般使用

的是安捷伦的

B1500\B1505和

4200等半导体参数

分析仪。

DC测试

一般使用的是安捷

伦的4284、

B1505/B1500(需

要添加MFCMU模

块)

 CV测试
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测试系统
所需设备

半自动探

针台/手

动探针台

半导体参

数分析仪
LCR表

矩阵开关
高低温控

制仪

PC机及

相应软件

等
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半自动探针台/手
动探针台

主要用于将晶圆载入腔体后，

将半导体参数分析仪的电压

或电流通过探针台上的探针

施加于待测器件。
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漏电流的产生

⚫ 漏电（泄露电流）是由测量电路和附近

的电压源之间的寄生电阻通路产生的。

漏电将影响器件最终的测试精度。

⚫ 主要表现为：电缆或夹具的泄露电流、

摩擦电（绝缘体和导体之间的摩擦产

生）、压电效应产时的电流等。

⚫ 需要关注的是：绝缘物质的选择、湿度

的控制、污染物的重视。
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电缆的选择

⚫ 电缆通常使用聚乙烯的内层绝缘

层，并在外层的下面涂敷石墨；

石墨的润滑作用和导电，降低了

摩擦电。

⚫ 三同轴线缆需要尽量短，以此

减小温度变化产生的噪声。
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接口的选择
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三同轴相关

⚫ 三同轴结构说明

⚫ 三同轴转BNC。

E1

E2

E3

Triaxial CableTriaxial Cable

Leakage Current:
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SMU中GUARD在DC测量中的作用

⚫ 原理：

○ 产生与FORCE等电位
的电压

⚫ 作用：

○ 确保低电流测试

○ 减小噪声

○ 较小寄生效应
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直流测试前的调零

⚫ 连接好测试所需的电缆及探

针后，在测试前对系统进行

SMU偏执调零，将有助于

减少不必要的损耗及干扰
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半导体参数分析仪

主要功能：

⚫ 加电压测电流

⚫ 加电流测电压

⚫ CV测试

⚫ P_IV测试
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SMU的
应用
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SMU的
选择

SMU(source measure unit)是一种高精度

的测量单元，加电压测电流、加电流测电压

还可继续分为：高精度型(HR)、高压型(HV)、

高流型（HC）等

拥有多种工作方式：SWEEP、STEP、SRESS

等或是联合测试

可多板卡同时测试，如MOS的IDVD测量等

01

02

03

04
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附件的选择
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FORCE 与 SENSE的用途

B1500/4200的SMU分为“FORCE”和“SENSE”端， FORCE用于施压应力与

测量， SENSE用于补偿系统的衰减。

FORCE SENSE

CC



提高SMU的稳定度

除设置PLC外，还可通过设置保持时间及延迟时间来提高仪器的测试稳定度。
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开关矩阵

⚫ 主要功能：

自动切换半导体参数分析仪或其他仪器的SMU信号源。主要用于连接测量仪器与探针台。
CC



高低温控制仪

⚫ 由于很多研究机构需要测

量不同温度对器件或芯片

的影响，或产品的可靠性，

一般使用的是-55℃-

200℃的高低温控制仪

⚫ 利用冷却液或冷空气循环

与电加热的工作原理，直

接连接至探针台的载物台。
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B1500 在片CV/IV
相关测试介绍
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待测器件的确定
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DC测试原理

T

V/I

设置值

实际值

• 加电压测电流/加电流测电

压

• 增加测试积分时间有助于提

高测试准确度与线性度但是

测试周期加长。

CC



常用电阻的测量

RsN+/P+/NW/Poly/Metal
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VI电阻测量（卡尔文法测试）

VI用于连接2层金属间的通孔。

对器件加电流测电压。

V3+
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方块电阻的测量
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短路/断路测试

测量是否断路

测量是否短路
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MOS器件中ID_VD曲线的测量
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MOSFET 器件的测量
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B1500软件中的设置（1）
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B1500软件中的设置（2）
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B1500软件中的设置（3）
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高K测试方案

✓ 高K技术可以解决低漏电的问题，但是由于其材料的限制导致存在很多缺陷。采用

传统持续加压电荷会被俘获，器件电学特性将会被影响，测试结果失真。

✓ P-IV技术可以基本解决现有问题，通过Pulse取代原有的持续加压，使得电荷不被俘获，确

保测试准确性。

原理图
0
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V/I 原有

V/I HK

V/I

T
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脉冲IV设置– Keysight B1530的示例（普通测试）

➢ One part number including:

⚫ Two 150mm shorter cables to the RSU, embedded 

ferrite cores

⚫ Two SSMC shorting plugs for transferring the 

ground

⚫ Standard ground connections

➢ Optional

⚫ Probe tips including ferrite cores for preventing 

oscillation
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脉冲IV设置– Keysight 示例（高速测试）

⚫ 如何获得更干净的脉冲信号？

⚫ 当信号发生器产生10ns脉冲，通常需要1GHz的带宽，

采用什么样的系统应对？

⚫ 使用射频探针测试时，是否GS优于GSG？

⚫ 如何设计芯片的Layout来配合测试系统？
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脉冲IV设置– Keysight 示例（高速测试）

脉冲宽度 ≥ 200ns 脉冲宽度 ≥ 100ns

采用GS的版图设计
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脉冲IV设置– Keysight 示例（高速测试）

脉冲宽度 ≤ 10ns

采用GSG的版图设计
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CV测试简介

✓ 一般使用4284或B1500系列进行测试。

✓ 测试条件：1、直流电压 2、交流信号源

T

Si

SiO2

P

高频

低频
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高频测试条件下的CV

SiO2

Si

P

V<0

d

强大的直流偏压导致衬底中

的多数载流子在绝缘层界面

附近累积。由于它们无法穿

透绝缘层，因此当电荷积累

在界面附近（即d为最小值）

时电容在累积区达到最大值。

SiO2

Si

P

V>0

+ + +
+

d

当偏压降低时，多数载流子

从氧化层界面被排斥开，耗

尽区形成。当偏压反相时，

电荷载流子远离氧化层达到

最大距离，电容达到最小值

（即d为最大值）。。

高频

C=ƹ*S/d
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低频测试条件下的CV

低频

N+

SiO2

Si

P

V>0

+ + +
+

d
N+

SiO2

Si

P

V>0

+ + + +

d
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CV测试前的准备工作

✓ 减少振荡

✓ 提高测试准确性

T
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CV测试需要关注的问题

✓ CV测试频率是否大于5M，

✓ 不同频率下分别什么样的系统配置及探针来测试，

✓ 测试前是否经过了校准，

✓ 4TP布线法测试垂直器件时，需把Hc、Hp接Chuck，L接DUT PAD。

T
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B1500软件中的设置（CV）
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DC探针座

Y方向移动

X方向移动

Z方向移动

探针
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针卡的使用
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高压探卡的应用（7PSI）
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Part 05 Q&A!
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深圳市易捷测试技术有限公司
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